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内容概要

本书总结了国内外半导体异质结方面的研究成果，系统地介绍了半导体异质结的基本物理原理和特性
。
全书共分10章，内容包括半导体异质结材料特性，能带图，伏安特性，异质结晶体管，二维电子气及
调制掺杂器件，异质结结中非平衡载流子特性、半导体异质结激光器、半导体异质结的光电特性、氮
化镓异质结、超晶格和多量子阱。
    本书可供已学过半导体物理的高年级本科生、研究生及相关人员阅读。
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